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１．概要（Summary） 

 本研究では、ダイヤモンド半導体のデバイス化を目的

として、プロセス技術の確立を目指す。 

ダイヤモンドは SiC、GaN と共にワイドギャップ半導体

として知られているが、その中でも物質中最大の熱伝導

率を有し、かつ他のワイドギャップ材料の数倍の絶縁破壊

電界を持つとされている。そのため既存材料では難しか

った高温環境でも動作でき、安定かつ低損失な高速動作

次世代パワーデバイス材料として期待されている 1)。 

 本課題では、光リソグラフィーを利用してダイヤモンド基

板表面にパターンを精度良く形成することが目標である。 

 

２．実験（Experimental） 

 1）利用した主な装置の名称 

   手動両面マスクアライナ: SUSS MA6/BSA 

 2）実験方法 

  ダイヤモンドサンプルが 3 mm 角と小さいため、Si 上

にレジストで固定した。はじめに、有機洗浄後の基板にス

ピンコーターで画像反転型レジスト液を塗布し、ホットプレ

ートでプリベーク処理を行った。次に Cr マスクを用いて、

アライナにてUV光を照射しパターンを焼き付け、ホットプ

レートで処理を行う。 

 

Fig.1  Process flow of image reversal 
photolithography on diamond. 

 

続いてレジスト膜上にマスクなしで、UV 光を全面照射

する。最後にレジストをアルカリ現像液にて現像し、基板

上に反転パターンを形成した (Fig. 1)。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

光リソグラフィー工程において、マスクのパターンの通り

に基板上にパターンが精度良く形成されていることが重要

である。Fig. 2は今回作成した現像後の基板の表面であ

る。レジストと基板の境界の部分のパターンの形状は、ライ

ンに凹凸がなくサイドエッヂが少ないことが分かる。 

 

 

 

 

 

Fig.2  Optical microscopy image of fabricated photo  
resist pattern on diamond substrate. 

 

しかしながら、基板によっては基板の一部でパターンや

アライメントマークが消失するものがあった。アライメントマ

ークは初回に形成したパターンの上に別のパターンを重

ねる際に重要である。 

 このパターンやアライメントマークの消失については、露

光時間の最適化やベーキング温度の不均一などの対策

が考えられる。 
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